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Основной областью применения нематических жидких кристаллов 
(НЖК) являются дисплеи, но НЖК могут также применяться и при изуче-
нии свойств поверхности материала, что позволяет с помощью поляризаци-
онной микроскопии выявить дефекты, которые не обнаруживаются обыч-
ным оптическим микроскопом.  
В работе представлены основы поляризационного метода при нанесении 
свободных пленок НЖК на изучаемую поверхность.  
Физической основой для визуализации дефектов поверхности является 
исходная упорядоченность молекул НЖК, которая может быть нарушена 
дефектами или неоднородностью поверхности, что приводит к деформации 
граничного слоя НЖК. С помощью наблюдения в поляризационный микро-
скоп на просвет или на отражение можно увидеть возникающие деформа-
ции граничного слоя НЖК, связанные с нарушениями однородности кон-
тролируемой поверхности. Схема визуализации приведена на рис. Источ-
ник излучения (1) через конденсор (2) и поляризатор (3) освещает образец 
(4). На поверхность образца в виде свободной тонкой плёнки наносят НЖК 
(5), обладающий мезофазой при комнатной температуре. При этом проис-
ходит интерференция лучей в деформированных и недеформированных об-
ластях НЖК. Локальные деформации визуализируются при наблюдении в 
микроскоп (7) с помощью анализатора (6) и регистрируются электронными 
средствами. Для создания однородного слоя НЖК его наносят в изотропном 
состоянии с последующим охлаждением до комнатной температуры. 
Рис. Схема визуализации дефектов с использованием нематических жидких  
кристаллов: 1 – источник излучения; 2 – конденсор; 3 – поляризатор; 4 – образец; 
5 – пленка НЖК; 6 – анализатор; 7 – микроскоп  
Данный метод перспективен для контроля изделий микроэлектроники, 
пленочных структур и диэлектрических слоёв, которые характеризуются 
наличием малоразмерных дефектов, не обнаруживаемых визуальным 
осмотром. 
